










氏名・(本籍) 宮 田 直 之
学位の種類 工 泣子主. 博 土
学位記番号 第 347 2 ヂEヨ7 
学位授与の日付 昭和 50 年 10 月 23 日
学位授与の要件 工学研究科電子工学専攻
学位規則第 5 条第 1 項該当






本論文は化合物半導体 GaAs ， GaP の (110) 努開面上における Ag， Au, AI 蒸着薄膜のエピタク
シー，再結晶化を低速電子回折により研究した結果をまとめたもので， 7 章よりなっている。
第 1 章においては，エピタクシー研究に関する従来の研究を概観し，低速電子回折(以下 LEED と
略称)をこの分野に適用することの有用性を強調すると共に，本研究の意義を明らかにした。
第 2 章においては， LEED を簡単に説明し，下地として用いる GaAs ， GaP (110) 努開面の LEED
による観察結果について述べている。ここで (110) 面における原子列の配列順序が (OOlJ 軸方向に
非対称であることの効果が注目された。




第 4 章においては， GaP (110) 努開面上の Au 蒸着膜について前章と同ビ実験を行った結果を，述
べている。この場合，下地の原子配列の非対称性は，室温蒸着膜にのみ現われる，再結晶化膜の構造
も Ag とは全く異なる等の事実を明らかにし，考察を述べている。
第 5 章においては， GaAs , GaP (110) 努開面上の AI 蒸着膜こついて，第 3 ， 4 章と同様の実験
を行った結果を述べている。高温下地上のエピタクシャル膜については，下地の差はあまり著しいも













ある GaAs ， GaP (110) 勢開面について，若干の金属の成長プロセスを清浄な条件下で研究したもの
である。その中での最も著しい成果は，下地結晶の原子配列の非対称性が，蒸着金属膜に構造上の非
対称性をひき起すことと，膜の結晶方位がエピタクシ一条件下と再結晶化の条件下では全く異なるこ
とを明らかにした点である。
また膜表面の facet 構造から金属膜の下地との接合界面の構造が推定できることを示した点も学問
的な価値が大である。実験により得られた結果は極めて複雑なため一義的な解釈を行うことは困難で
今後，下地と成長物質問の化学的な相互作用を考慮する必要のあることを示すに止まっているが，現
状ではやむを得ない。
本研究により得られた知見の大部分は従来全く予想もされなかったものであって 結晶成長の分野
への寄与は勿論，半導体技術に対し貴重な示唆を与えるものである。よって本論文は博士論文として
{面{直あるものと認Jめる。
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